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近年、電解質における局所的なイオン輸送とそれに伴う電子キャリア濃度変調を用いた様々な

物理特性の制御が注目を集めている．特に固体電解質を用いた全固体デバイスは既存の半導体デ

バイスとの親和性が高く，より広範な応用が期待される．1-4 そこで本研究では固体電解質薄膜を

用いたイオンの脱・挿入による強磁性酸化物薄膜の酸化還元反応で磁気特性を制御可能な全固体

デバイスの作製を行った．1本講演では強磁性酸化物として Fe3O4，固体電解質として Li4SiO4を用

いたデバイスの磁気特性の制御挙動について報告する． 

交流スパッタ法、パルスレーザー堆積法を用いて作製した２端子型電気化学セルを図１に示す。

このセルに磁場中で直流電圧を印加しながら直線偏光レーザーを入射し、反射光における Kerr回

転角を検出することで Fe3O4薄膜における磁気特性の変化を検出した。 

図２に 0から 4 Vの直流電圧を Fe3O4に印加した状態で磁気光学 Kerr効果(MOKE)を用いて測

定した Kerr 回転角-H(磁場)ループを示す。まず 0 V の時の Kerr 回転角-H ループを見ると Fe3O4

薄膜の典型的なM(磁化)-Hループを示している。一方、正電圧を徐々に増し Li+イオンを挿入して

いくと、外部磁場約 10 kOe以上での飽和磁化が減少していくことがわかる。この挙動は Li4SiO4

薄膜から Fe3O4薄膜に Li+イオンが挿入されることによって起こる電気化学的還元反応に起因して

いる。当日は抵抗変化、及び磁気抵抗変化についても報告する。 
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Figure 2:  K -H loops of the device measured 

with various DC voltages (0 to 4 V). 

Figure 1: Illustration of setup for MOKE 

measurement. 
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